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Алмазные пластины, выращенные из синтетического HPHT алмаза, обладают рядом уникальных свойств, к которым можно отнести идеальную кристаллическую структуру, а также низкий уровень дефектов, таких как вакансии, дислокаций и неконтролируемых примесей. Однако наличие дефектов оказывает влияние на механические, теплофизические, электромагнитные, квантовые свойства алмазных пластин [1,2]. По практическому значению наличие и концентрация дефектов могут выступать в качестве негативных или позитивных факторов. В первом случае их детектирование помогает в выбраковке изделий и совершенствовании техпроцессов изготовления пластин. Во втором случае варьирование концентрацией дефектов позволяет получить новые функциональные материалы с уникальными свойствами.
В исследованиях кристаллов, которые нашли широкое применение электронике, машиностроении, медицине, оптике и лазерной физике, и других областях современной науке и техники очень важное значение имеет дефектоскопия. Современные методы исследования дефектов многообразны и имеют свою специфику, однако уникальность применения позитронной аннигиляционной спектроскопия (ПАС) объясняется ее чрезвычайной чувствительностью к дефектам на уровне кристаллической решетки [3].
Проведены исследования по определению наличия и концентрации нульмерных дефектов в виде вакансии, бивакансии, дислокации, а также в виде NV-центров в монокристаллических алмазных пластинах допированных азотом, изготовленных из синтетических HPHT алмазов методами ПАС. Проведен сравнительный анализ дефектоскопии допированных алмазных пластин различными методами.  
Первая часть эксперимента состояла в подготовке алмазных пластин. Вторая часть эксперимента состояла в исследовании таких пластин на источнике позитронов методами измерения среднего времени жизни позитронов в материале, допплеровской спектроскопии, а также исследовании на пучке позитронов методом допплеровской спектроскопии. 

В результате эксперимента были получены и интерпретированы данные ПАС, проведен сравнительный анализ пластин различными методами ПАС, изучены электрофизические свойства алмазных пластин для возможного использования таких пластин в квантовой сенсорике и рентгеновской оптике.
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